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Dry etching for -Ga2O3 thin films grown on GaN template 
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酸化ガリウムは 5つの結晶構造()を持つ結晶多形であり、従来のワイドバンドギャッ

プ半導体である GaN や AlN よりも大きいバンドギャップ(Eg=約 5.0 eV)を有する[1]。さらに、準

安定相の 1 つである相は GaN と同じ六方晶構造を取り、その結晶構造に起因する分極を有する

ことが報告されている[2]。我々はこの-Ga2O3を用いた HEMT 構造の電子デバイス作製を目指し

研究を行っている。本研究では電子デバイスの作製に向け、ドライエッチングによる-Ga2O3のエ

ッチングを試みた。 

エッチングに用いた-Ga2O3には、GaNテンプレート基板上に

ミスト CVD 法で形成したヘテロエピタキシャル膜を利用した。

サムコ株では古くからミストを用いた成膜装置の研究・開発を

行っている。作製した-Ga2O3薄膜上にフォトレジストによ

りパターニングを行い、 ICP ドライエッチング装置 

RIE-101iPH(サムコ製)を用いて SiCl4 ガスによりドライエッチン

グを行った。またエッチング時の圧力は 2 Paとした。Fig.1にエ

ッチング時のバイアス電力を 50 W、100 W、150W、200Wと変

化させてエッチングを行った後の断面 SEM像を示す。バイアス

電力の増加に伴い、エッチングレートが 24 nm/min~86 nm/min と

単調に増加することが確認できた。また、SiCl4 ガスでエッチン

グを行うと、条件によっては-Ga2O3 の酸素と SiCl4 が反応して

表面に SiO2膜が形成されてしまい、エッチングが進まない場合

がある。今回 EDX による表面の元素分析を行ったところ SiO2

膜の形成は確認されなかった。以上の結果から-Ga2O3薄膜に対

して、本条件のドライエッチングが有効であることが分かった。 
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Fig.1 SEM images of samples etched 

 for 3 minutes using bias powers of  

50 W, 100 W, 150 W and 200 W. 
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